
МП111 

Rys. 1-1399. МП111 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: ZSRR 

Wykonanie: tranzystor krzemowy stopowy n-p-n 
małej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie me-
talowej 

Zastosowanie: układy wzmacniające w urządze-
niach powszechnego użytku 

Typy podobne: 2N117-M19 

Wartości charakterystyczne1' 
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Wartości graniczne 

UEBO m a x 

Al' max 
lCM max 

20 10 20 V P 3) rot max 150 150 150 mW 
5 5 5 V 0 max 120 120 120 ° C 

20 20 20 mA ^UMB —55-r- +100 ° c 

100 100 100 mA 

"> TAMB = 20°C (± 5°C) 
21 RBE « 2 Ш 
31 TAMB I ЖС 



Rys. 1-1400. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-1401. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-1402. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-1403. Zależność parametrów h od 
temperatury otoczenia 
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Rys. 1-1404. Zależność parametrów h od 
prądu emitera 
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Rys. 1-1405. Zależność znormalizowanego 
prądu kolektora od temperatury otoczenia 

Rys. 1-1406. Zależność znormalizowanego 
napięcia przebicia kolektora od rezystancji 
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